
Извещение о проведении 
открытого отбора технических предложений 
по тематике «Развитие технологий создания фотонных интегральных схем 
для высокоскоростных трансиверов 400G/800G»

Организатор отбора: Фонд перспективных исследований (далее – Фонд). 
Индустриальный партнер отбора: ООО «ФайберТрейд», г. Новосибирск.
Цель отбора: стимулирование перспективных разработок, поощрение активного научно-технического поиска новых идей развития отечественной электроники.

Участники отбора: физические лица, творческие коллективы и юридические лица, зарегистрированные и действующие в Российской Федерации. 

Главный приз: победителям отбора будет предложено при поддержке индустриального партнера представить заявку на реализацию Аванпроекта (и последующего Проекта), основанного на технологическом предложении в порядке и на условиях, определенных нормативными документами Фонда. 

[bookmark: _GoBack]Проект Фонда: научно-техническая работа, направленная на достижение прорывных научно-технических результатов, обеспечивающая создание функциональных демонстраторов (образцов), снимающая основные научные и технологические риски и обеспечивающая необходимый задел для последующего внедрения. Срок реализации Проекта до 3 лет. 

Аванпроект Фонда: научно-техническая работа, обеспечивающая подтверждение принципиальной возможности решения целевой задачи Проекта с требуемым уровнем качества. Срок реализации Аванпроекта до 1 года, стоимость до 100 млн. руб. 

Предмет отбора: предложения, описывающие разработку отечественной технологии создания фотонных интегральных схем (далее – ФИС) для высокоскоростных трансиверов 400G/800G, в соответствии с необходимыми техническими требованиями. 

К рассмотрению принимаются предложения по подтверждению возможности (на стадии Аванпроекта) разработки технологии создания следующих элементов (далее – Элементы ФИС):
· лазеры;
· фотоприемники; 
· модуляторы;
· вспомогательные элементы 

Технические требования к Элементам ФИС указаны в Приложении №3.

Сроки и порядок проведения отбора: 
Первый этап: представление идеи технологического предложения. 

C 30 марта по 30 апреля 2026 г. участникам необходимо подготовить технологическое предложение, реализация которого обеспечит подтверждение возможности разработки технологии создания одного из нескольких Элементов ФИС. Предложение необходимо оформить в виде Резюме, согласно Приложению №1 и Презентации, согласно Приложению №2 и направить на адрес электронной почты: evrika@fpi.gov.ru . Размер прилагаемых файлов должен составлять не более 15 Мб.

Представленные участниками отбора заявки, включая отдельные документы, входящие в состав заявок – не рецензируются и участникам отбора не возвращаются. 

С 4 мая до 16 мая 2026 г. проводится рассмотрение поступивших предложений отборочной комиссией. По итогам рассмотрения будут выбраны не более 5 участников, проходящих во второй (финальный) этап отбора. Итоги прохождения в следующий этап отбора будут сообщены участникам до 19 мая 2026 г. в виде электронного письма.

Второй этап: очная защита технологического предложения.
27-28 мая 2026 г. состоится защита работ победителями первого этапа. Защита проводится на форуме «Микроэлектронные Системы» на территории «Сколковского института науки и технологий», Сколтех, Большой бульвар 
д. 30, стр. 1, Москва в формате доклада с использованием Презентации. 
Регламент выступления: до 10 минут. Допускается присутствие на защите одного представителя Участника и не более 2 сопровождающих лиц. В случае отсутствия представителя Участника на очной защите, Технологическое предложение снимается с рассмотрения.

28 мая 2026 г. После завершения защиты проводится рассмотрение предложений отборочной комиссией, подведение итогов и объявление победителя (победителей) отбора. 

Все расходы, связанные с участием в Отборе, включая расходы, связанные с подготовкой, направлением заявки на участие в отборе, транспортные расходы, расходы на гостиничные услуги и иные – несут Участники Отбора. Участник отбора обязан самостоятельно обеспечить все действия, включая регистрацию на форуме «Микроэлектронные системы», необходимые для прибытия представителя и сопровождающих его лиц на очную защиту.


Приложение № 1

Резюме

Резюме Технологического предложения для заочного рассмотрения должно включать в себя информацию, указанную в приведенном списке, включая необходимые подтверждающие документы, расчеты, табличные и иные данные. 

1. Информация об участнике
· Укажите информацию об организации Участнике (наименование, реквизиты) и контактные данные сотрудника, ответственного за коммуникацию, включая адрес электронной почты.

2. Цель, решаемая проблема
	Перечислите технологии создания каких Элементов ФИС планируется обосновать в ходе Аванпроекта

3. Конкурентная среда
· Укажите существующие отечественные и/или зарубежные аналоги предлагаемых к разработке технологий создания Элементов ФИС.
· Укажите основных конкурентов, которые производят аналогичные изделия 
или работают над разработкой аналогов в настоящее время.

4. Предлагаемое решение
· Описание предлагаемого научно-технического решения по подтверждению возможности разработки отечественной технологии создания Элементов ФИС.
· Существующие способы производства данных изделий, альтернативные технические решения.
· В чем преимущество предлагаемого решения перед существующими способами?
· В чем научная новизна, ноу-хау предлагаемого решения?

5. Спецификации результата Аванпроекта 
· Описание основных количественных характеристик результатов Аванпроекта.
· Обоснование возможности последующего достижения требуемых параметров Элементов ФИС. 

6. Обоснование компетенций, команда проекта
· Опишите вашу команду. Укажите ключевых сотрудников, лидеров, технических экспертов и уникальных специалистов.
· Какими уникальными компетенциями (возможностями), необходимыми 
для выполнения работ по заказу Фонда, вы обладаете?
· Выполняли ли вы ранее работы по предлагаемой теме (направлению)? приведите их описание, включая описание основных полученных результатов.
· Если работы выполнялись с получением государственного финансирования, укажите источники и виды финансирования.


7. Обоснование достаточности ресурсного обеспечения
· Укажите ресурсы, которыми вы обладаете для выполнения работы. 
· Оборудование;
· Иные материальные ресурсы;
· Научно-технический задел;
· Иные нематериальные ресурсы.
· Укажите обоснование достаточности материально-технической базы для реализации проекта.
· Какими необходимыми ресурсами вы не обладаете?

8. Необходимая кооперация и поставщики
· Какая кооперация необходима для выполнения Аванпроекта? Укажите части Аванпроекта, для выполнения которых предлагается привлечь соисполнителей и предлагаемые Организации-соисполнителей.
· Укажите ключевых поставщиков материалов и услуг.
· Перечислите объекты интеллектуальной собственности, без которых невозможно выполнение работ (с указанием правообладателей).
· Какая еще поддержка необходима для реализации Аванпроекта?

9. Финансирование
· Какой объем финансирования необходим для выполнения работы 
и достижения запланированных результатов?
· Готовы ли вы софинансировать работы? Укажите источники софинансирования (собственные средства, иные источники)
· Укажите ориентировочную структуру цены по форме, с расшифровкой статей затрат
	№
	Наименование статей расходов
	Всего (руб.)

	1
	Материалы
	

	2
	Фонд заработной платы
	

	3
	Отчисления на социальные нужды
	

	4
	Соисполнители
	

	5
	Прочие прямые затраты
	

	6
	Накладные расходы
	

	7
	Итого, ориентировочная цена
	



10. План работ
· Какие шаги необходимо выполнить после начала реализации Аванпроекта 
для достижения необходимого результата? 
· Какие сроки необходимы для выполнения этих шагов? 
· Предложите календарный план-график реализации проекта с указанием ключевых контрольных точек.
· Контрольные эксперименты. Укажите, как вы подтвердите достижение результатов.

11. Ключевые риски 
· Укажите ключевые риски при организации работ по Аванпроекту.
· Предложите план действий по парированию указанных рисков.

12. Внедрение, организация производства конечного продукта
· Опишите план и основное содержание работ, последующих за Аванпроектом: проекта по разработке технологии и проекта по созданию серийного производства.
· Приведите описание работ, ожидаемых результатов, сроков, необходимых ресурсов, потенциальных исполнителей, источников финансирования с указанием вашей роли на каждом из этапов.
· Опишите необходимую кооперацию для организации производства (индустриальные партнеры, производственные площадки, интеграторы и др.) для создания конечного продукта в интересах функционального заказчика.
· Укажите ключевые риски при организации производства. Например, ограниченный доступ к сырью (компонентам, материалам и пр.), необходимость использования уникального оборудования, зависимость от поставщиков, необходимость получения прав на интеллектуальную собственность третьих лиц и пр.
· Приведите оценку, насколько дороже/дешевле будет стоимость единицы конечного продукта для функционального заказчика в сравнении 
с применяемыми им сейчас продуктами.



Приложение № 2

Презентация

Формат слайдов: широкоэкранный, 16:9
Длительность доклада: 8-10 минут.
Время на вопросы: 5-7 минут

План доклада:
	№ п/п
	Наименование слайда
	Содержание слайда

	1
	Титул
	Наименование технологического предложения, исполнитель, сроки реализации, докладчик.

	2
	Цель проекта
	Перечислите технологии создания каких Элементов ФИС планируется обосновать в ходе Аванпроекта

	3
	Конкурентная среда
	Существующие отечественные и/или зарубежные аналоги предлагаемых к разработке технологий создания Элементов ФИС

	4
	Предлагаемое решение
	Описание предлагаемого научно-технического решения по  подтверждению возможности разработки отечественной технологии создания Элементов ФИС

	5
	Спецификации результата Аванпроекта
	Описание основных количественных характеристик результатов аванпроекта и обоснование возможности последующего достижения требуемых параметров Элементов ФИС

	6
	Обоснование компетенций, команда проекта
	Описание команды. Ключевые сотрудники, лидеры, технические эксперты и уникальные специалисты. 
Опыт в работах по предлагаемой тематике.

	7
	Обоснование достаточности ресурсного обеспечения 
	Оборудование и иные материальные ресурсы, научно-технический задел и иные нематериальные ресурсы

	8
	Необходимая кооперация и поставщики
	Организации-соисполнители и суть их работы. 
Ключевые поставщики материалов или услуг.

	9
	Финансирование
	Необходимый объем финансирования и ориентировочная структура цены для выполнения работы.

	10
	План работ
	Календарный план-график реализации Аванпроекта с указанием ключевых контрольных точек и контрольных экспериментов.

	11
	Ключевые риски
	Перечень ключевых риски при реализации Аванпроекта
и план парирования указанных рисков.

	12
	Внедрение
	План работ и основное содержание последующих работ:
- проекта по разработке технологии;
- работ по созданию серийного производства.





Приложение № 3

Техническая спецификация

К рассмотрению принимаются предложения по подтверждению возможности разработки технологии создания следующих Элементов ФИС: 
Оглавление
1.	Элемент VCSEL	7
2.	Элемент «лазер с распределенной обратной связью» (непрерывный режим генерации)	7
3.	Элемент «лазер с распределенной обратной связью» (режим прямой токовой модуляции)	8
4.	Элемент «модулятор на базе InP»	8
5.	Элемент «модулятор на платформе SiPh»	8
6.	Элемент «p-i-n фотодиод (для VCSEL)»	8
7.	Элемент «p-i-n фотодиод»	8
8.	Элемент «лавинный фотодиод»	9
9.	Элемент «фотодиод-монитор»	9
10. Элемент «трансимпедансный усилитель»	9


1. [bookmark: _Toc225741783]Элемент VCSEL
	Параметр
	Требования

	Длина волны (при температуре 20℃), нм
	850 ±10 

	Символьная скорость передачи данных в формате PAM4, Гбод
	не менее 53.125

	Оптическая мощность в непрерывном режиме, мВт
	не менее 2

	Пороговый ток, мА
	не более 0.5

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 0 до 75 



2. [bookmark: _Toc225741784]Элемент «лазер с распределенной обратной связью» (непрерывный режим генерации)
	Параметр
	Требования

	Длина волны (при температуре 20℃), нм 
	12711331

	Ширина линии, МГц
	не более 2

	Оптическая мощность, мВт
	не менее 80

	Пороговый ток, мА
	не более 10

	SMRS, дБ
	не менее 40

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 0 до 75 








3. [bookmark: _Toc225741785]Элемент «лазер с распределенной обратной связью» (режим прямой токовой модуляции)
	Параметр
	Требования

	Длина волны (при температуре 20℃), нм 
	12711331

	Символьная скорость передачи данных в формате PAM4, Гбод
	не менее 26.5625

	Оптическая мощность в непрерывном режиме, мВт
	не менее 1.5

	Пороговый ток, мА
	не более 15

	SMRS, дБ
	не менее 40

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5до 75 



4. [bookmark: _Toc225741786]Элемент «модулятор на базе InP»
	Параметр
	Требования

	
	400G
	800G

	Длина волны (при температуре 20℃), нм 
	12711331
	12711331

	Символьная скорость передачи данных в формате PAM4, Гбод
	не менее 53.125
	не менее 106.25

	Коэффициент ослабления (ER), дБ
	не менее 8
	не менее 8

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5 до 75 
	от 5 до 75



5. [bookmark: _Toc225741787]Элемент «модулятор на платформе SiPh»
	Параметр
	Требования

	
	400G
	800G

	Длина волны (при температуре 20℃), нм 
	12711331
	12711331

	Символьная скорость передачи данных в формате PAM4, Гбод
	не менее 53.125
	не менее 106.25

	Коэффициент ослабления (ER), дБ
	не менее 8
	не менее 8

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5 до 75 
	от 5 до 75



6. [bookmark: _Toc225741788]Элемент «p-i-n фотодиод (для VCSEL)»
	Параметр
	Требования

	Чувствительность на длине волны 850 нм и мощности не более 1 мВт, А/Вт
	не менее 0.45

	Поддерживаемая символьная скорость входного сигнала формата PAM4, ГБод
	не менее 53.125

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5 до 75



7. [bookmark: _Toc225741789]Элемент «p-i-n фотодиод»
	Параметр
	Требования

	Чувствительность на длине волны 1310 нм и мощности не более 1 мВт, А/Вт
	не менее 0.7

	Поддерживаемая символьная скорость входного сигнала формата PAM4, ГБод (диапазон)
	от 26.5625 до 106.25

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5 до 75




8. [bookmark: _Toc225741790]Элемент «лавинный фотодиод»
	Параметр
	Требования

	
	400G
	800G

	Чувствительность на длине волны 1310 нм и мощности не более 1 мВт, А/Вт
	не менее 0.7
	не менее 0.7

	Поддерживаемая символьная скорость входного сигнала формата PAM4, ГБод
	не менее 53.125
	не менее 106.25

	Рабочее напряжение, В
	не менее 25
	не менее 25

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5 до 75
	от 5 до 75



9. [bookmark: _Toc225741791]Элемент «фотодиод-монитор»
	Параметр
	Требования

	Рабочий диапазон длин волн, нм
	12601650

	Чувствительность, А/Вт
	не менее 0.7

	Линейность в диапазоне 0.15 мВт
	± 1%

	Размер светочувствительной области, мкм
	не более 100х100

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5 до 75



[bookmark: _Toc225741792]10. Элемент «трансимпедансный усилитель»
	Параметр
	Требования

	
	400G
	800G

	Поддерживаемая символьная скорость входного сигнала формата PAM4, ГБод
	не менее 53.125
	не менее 106.25

	Размах дифференциального выходного сигнала, mVpp
	не менее 200
	не менее 200

	Рабочее напряжение, В
	не более 3.3
	не более 3.3

	Рабочая температура, ℃ (диапазон)
	от 5 до 75
	от 5 до 75
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